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Eg=1.11eV         ni=1.5*1010         μp=480        μn=1350 
  : شرح مختصر موارد ذيل مطلوبست-۱

 .سلول يكه) الف
 
  

 .(Electric Grade)درجه خلوص رتبه الکترونيک ) ب

  
  
  .(Floating Zone)بلور به روش حرارت محلی شناور رشد ) ج
 
  
 
 
 
  
 انرژي لازم باشد E3ردن يك الكترون از نوار سوم انرژي يك اتم در مدل اتمي بوهر اگر براي آزاد ك)  الف-۲

  براي آزاد كردن يك الكترون از نوار دوم چقدر انرژي لازم است؟
  
  
  
  
  

  شود؟ چرا براي توجيه رفتار الكتريكي كريستالها از مدل اتمي بوهر استفاده نمي) ب
  
  



 

٢

 در اين مدل مواد عايق، هادی و شود؟ استفاده مي مدل اتمي  چهبراي توجيه رفتار الكتريكي كريستالها از )ج
  شوند؟ هادی چگونه تقسيم می نيمه

  
  
  
  
  
  سپس. ناخالص شده است۱۰۱۷ با چگالي )۵گروه  ( با فسفر کاملاً روبروسيليكون هادي قطعه نيمهابتدا  -۳

 .ناخالص شده است ۴*۱۰۱۷ با چگالي )۳گروه (زده مجدداً با بورن قسمت هاشور

  
  . تبديل شده استهادي نيمههر ناحيه به چه نوع ) الف
  . را محاسبه کنيدزده قسمت هاشورهای  های آزاد و حفره تعداد الکترون) ب
  
  
  ؟برراند بشود؟ چ ناحيه تخليه بيشتر در كدام قسمت تشكيل مي )ج
  
  
  
  .های اقليت را ترسيم کنيد گالی توزيع حاملچ ، قرار گيردفقموااگر اين پيوند در باياس ) ج
  
  
  



 

٣

اگر يك قطار .  به صورت زير به يك منبع ولتاژ متصل شده استR0 يك قطعه نيمه هادي ذاتي با مقاومت  -۴
  شكل جريان به چه صورت خواهد بود؟،پالس نوري با پريود بزرگ به صورت شكل زير به نيمه هادي بتابد

    .اين رفتار را توضيح دهيد

  

  
  
  
  
  
  
  . در اختيار استp برای ۱۰۱۹ و n برای  ۱۰۱۶ با ناخالصیpnپيوند يک ) ۵

  .سد پتانسيل داخلي را محاسبه كنيد) الف
  
   چرا؟اگر اين پيوند در باياس معكوس قرار گيرد امكان چه نوع شكستي بيشتر است؟) ج
  
  
  

احمد احمد آل  

   نورجهت  شدت نور


